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ВПЛИВ ОПРОМІНЕННЯ НА ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ПАРАМЕТРИ 

СВІТЛОДІОДІВ GaAsP 

 

 Розглянуто особливості вольт-амперних характеристик світлодіодів, одержаних на основі твердих розчинів 

GaP-GaAsP. Наведено результати досліджень впливу електронного опромінення (Е = 2 МеВ, 

Ф = 3 · 1014 ÷ 2,6 · 1016 см-2) на основні електрофізичні параметри діодів GaAs1-xPx (х = 0,85 – жовті, х = 0,45 – 

помаранчеві). Виявлено зростання диференційного опору, послідовного опору бази та бар’єрного потенціалу. 

Проаналізовано процеси відновлення досліджуваних величин при ізохронному відпалі, обговорюються 

механізми деградаційно-відновних явищ. 
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INFLUENCE OF RADIATION ON THE ELECTROPHYSICAL  

PARAMETERS OF GaAsP LEDs 

 

The features of the current-voltage characteristics of LEDs obtained on the basis of GaP-GaAsP solid solutions are 

considered. The results of studies of the effect of electron irradiation (E = 2 MeV, F = 3 · 1014 ÷ 2.6 · 1016 cm-2) on the 

main electrophysical parameters of GaAs1-xPx diodes (x = 0.85 – yellow, x = 0.45 – orange) are given. The increase of 

differential resistance, the series resistance of the base, and barrier potential are revealed. The processes of recovery of 

the investigated quantities during isochronous annealing are analyzed, the mechanisms of degradation-recovery 

phenomena are discussed. 
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